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1.

a)
b)

c)

Izracunajte  specificno prevodnost p-tipa silicija s koncentracijo akceptorskih primesi
Na= 10" cm™ pri osvetlitvi, ob upostevanju povecanja koncentracije ve¢inskih in manjsinskih prostih
nosilcev zaradi osvetlitve za Ap = An = 8-10"* cm™ (14 =460 em?/Vs, =3 ). (R: o = q(us(Na +
Ap) + 1, An) =0.31 S/cm)

V danem vezju dolocite tokova I; in I, ter napetosti U; in Uz na diodah (Is1 =1ls2 =4 nA, Upp =6V,
Ur=25.66 mV). (R: antiserijska vezava, za pomoc gl. zbirko reSenih vaj, D; zapormo, D, prevodno, I
=-4mA, lI,=4mA,U;=-5982V,U,=17.78 mV)
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S pomoc¢jo narisanega modela bipolarnega tranzistorja za majhne signale visokih frekvenc
izraCunajte absolutno vrednost kratkosti¢nega tokovnega ojacenja |A;| (kratek stik na izhodu)
pri frekvenci f = 100 MHz. (R: g, = a0., 1z spodnjega vezja izraziti |, in |, kobﬁmkcijo Upe (Upe S€

kasneje v ulomku pokrajsa,) |A| = 1.24) 1, m e I
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MOS tranzistor v narisanem vezju se nahaja v mirovni delovni to¢ki Ups = 3 V in
Ugs = 3.5 V. Dolodite:

tip MOS tranzistorja, (R: inducirani n-kanal)
podrocje delovanja (podnasicenje, nasicenje) in

inkrementalne  prevodnostne  Cetveropolne
parametre g'J (R it = 02 = 0»n = 0, O = u
dng/dU(;s =48 IllS) g
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